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H (54) hoc- ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO 
H FUNCTIONAL LAYERS 

= (54) Bezelchnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGAN1SCHEM MATERIAL 
^ FOR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN 

Tf (57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which 
OS a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductrve material The 
i-l invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition 
£ to the semiconductrve layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductrve regions 
J in the semiconductrve or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction. 

2 (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen 
© Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material fur zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als 
fS leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dienL AuBerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfarutm urn m einem 

OProzessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Hektroden sowie die Halbldterschicht jur den Emsatz in 
^ organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden 
J> Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell gefuhrte Redoxreakuon erhalten. 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


In^kttoneJ Application No 

PCT/DE 03/03776 


A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01L51/20 H01L51/40 








According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 






B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system fotowed by ctassfflcation symbols) 

IPC 7 H01L 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 


Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , INSPEC, PAJ 


C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category* 


Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


X 


DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric Integrated 
circuits and I1ght-em1tt1ng diodes" 
ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL 
DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 
7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, 
US, 7 December 1997 (1997-12-07), pages 
331-336, XP010265518 
ISBN: 0-7803-4100-7 
the whole document 




1-4 


X 


US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 

25 November 1997 (1997-11-25) 

column 5, line 19 - column 6, line 50 

-/- 




1-4,7 


j X| Further documents are Qsted in the continuation of box C. 


|X | Patent tamly members are listed In annex. 


• Special categories of cited documents : ^ ^ (Jocumem pubBshed after the International fling date 

or priority date and not In conflict with the application but 
' A ' ^ C ^i^ r ?L 9 ^«H^!?. SEL 0 !!? 0 W ^ cltfidto understand the principle or theory underlying the 
considered to be or particular relevance Invention 

" E " e £2 8r i!? aOT,ent M P uWWlfld on or after the International . x . document of particular relevance; the claimed Invention 
tuing date cannot be considered novel or cannot be considered to 

•L" document which may throw doubts on priority datm(s) or Involve an Inventive step when the document b taken atone 
which is cited to establish the pubDcatjondate of another «y- document of particular relevance; the claimed Invention 
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to Involve an Inventive step when the 

'0* document referring to an oral disclosure, use, exhlbtlon or document is combined with one or more other such docu- 
other means meats, such combination being obvious to a person sWHed 

•P* document published prior to the international filing date but In the art. 
1 later than the priority date claimed *** document member of the same patent family 


Dale of the actual completion of the international search 


Date ot mafiing of the International search report 


15 July 2004 


22/07/2004 




Name and mafflng address of the ISA 

European Patent Office, P.a S81B Patentlaan 2 
ML - 2280 HV R|swljk 
Tel (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (431-70) 940-3016 


Authorized officer 

K6n1gste1n, C 



Form PCT7ISA/21 0 (second thtet) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


I-m4^B^Av*i _ „_J ft -.11. „tt.- 

im^Btional Application no 

PCT/DE 03/03776 


^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category* I 


Citation of document with Indication, whore appropriate, of the relevant passages F 


tetevant lo claim Mo. 


Y 


DAI L ET AL: "I2-D0PING OF 
1,4-POLYDIENES" 

SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, 
LAUSANNE, CH, 
vol. 69, no. 1-3, 

24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, 
XP001051921 
ISSN: 0379-6779 
the whole document 




1-4 
8 


Y | 


DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES 
BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" 
SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, 
LAUSANNE, CH, 

vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, 
XP001051655 
ISSN: 0379-6779 
the whole document 




8 


A 


XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 
3/-doped poly(3-alky1th1ophenes) 1n solid 
state" 
SYNTH. MET. , 

vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), 
pages 449-454, XP001197314 
ELSEVIER, SWITZERLAND 
ISSN: 0379-6779 
the whole document 






A 


KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE 
INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR 
ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" 
ADVANCED MATERIALS, VCH 
VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, 
vol. 13, no. 21, 

2 November 2001 (2001-11-02), pages 
1601-1605, XP001129628 
ISSN: 0935-9648 
the whole document 






P,X 

- 


WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO ; CANON KK 
(JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 
14 August 2003 (2003-08-14) 
claims 1-5; figure 6 




1-8 



Form FCT/lSA/210 (continuation of «econd tfwet) (January 20O4) 



IN I fcKNA I IUNAL 5 tAKUM KfcKUK I 

nfonnatten on patent (unity nwnibofto 



Idlbationd Application No 

PCT/DE 03/03776 



Patent document 
cited In search report 



Publication 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



US 5691089 



25-11-1997 



US 
US 
US 



5567550 A 
5677041 A 
5942374 A 



22-10-1996 
14-10-1997 
24-08-1999 



WO 03067680 A 14-08-2003 JP 2003234473 A 22-08-2003 

W0 03067680 Al 14-08-2003 



Form PCT/ISA/210 (patent family amex) (January 2004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



donates Aktensetehen 

PCT/DE 03/03776 



A. KLASS1FBIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANOES 

IPK 7 H01L51/20 H01L51740 



Nach der tntematlonalen Patentloassffikatton (tPK) odernach der nationaten Kfesstflkatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBETE 



Recherchterter MindestprQfstoff (WessffltaUorissystem und Klaasifikatlonasyrnbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchterte aber nicht zum MindestprQfstoff gehorende VertMTentllchungen, sowelt dlese unter die recherchlerten Geblets falen 



Wahrend der tntematlonalen Recherche koneuttlerte elektronlsche Datenbank (Name der Oatenbank und eva verwendete Suchbegrfffe) 

EPO-Internal , INSPEC, PAJ 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorte' Bezelchnung der VerWfenfflchung. eoweU ertorderltoh unter Angabe der h Betracht kommenden Tefle 



Betr. Anapruch Nr. 



DE LEEUW D H ET AL: "Polymeric Integrated 
circuits and I1ght-em1tt1ng diodes" 
ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL 
DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 
7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, 
US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Selten 
331-336, XP010265518 
ISBN: 0-7803-4100-7 
das ganze Dokument 

US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 

25. November 1997 (1997-11-25) 

Spalte 5, Zelle 19 - Spalte 6, Zelle 50 

-/- 



1-4 



1-4,7 



m 



Welt ere Veroffentlfchungen Bind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamflle 



1 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 



aber nicht ais I 



i Stand derTechnikdefrniert, 



a E' aneres Dokument, das fedoch erst am Oder nach dam mtemattonalen 
Anmektodatum veroffenttteht worden 1st 

"L a Veroffentlchung, die geeignet bt. etnen Prtorttfltsanspruch zwelfemafl er- 
echehen zu lassen, oder durch dte das Veroffentfchungsdatum ebier 
artderen kn Recherchenbericht genannten Verfifferttlchung belegt warden 
eon oder da aus etnemanderen besonderen Grund angegeben 1st (wte 
ausgefahrf) 

'CT Vefoffenfltehung, ale elcn auf cine mOndOche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Aussie lung oder andere MaBnabmen bezieht 

•P* Veroffentllcrtung, cfle vor dem Intemattonaten AnmeHedatum, aber nach 
dem beanspruchtsn Prtcfftfltsdatum verOTentncht worden 1st 



'T* Spdtere VenMfentDchung, die nach dem tntematlonalen AnmekJedaium 
oder dem Priorttfltsdatum veroffentilcht worden 1st und ml der 
Anmeldung nicht koHWtert, sondem nur zum Verstandnls des der 
Erflndung zugrunda) tegenden Prlnzips oder der Kir zugrundeBegenden 
Theorte angegeben taT 

•X* Veroffentlichung von besonderer Bedautung; die beans pruchta Erflndung 
kann ale In aufgrund rfeser Veroffentlchung nicht ais neu odar auf 
erfinderfecher Tfltlgtett beruhend betrachtet warden 

"Y* Veroffentlichung von besonderer Bedetrtung; die beanspruchte Erflndung 
kann nicht ais auf erflnderfscher TfiUgkelt beruhend betrachtet 
warden, wenn dte Veroffentlichung ml ebier oder mehreren anderen 
Verdffentllchungen dteser Kategorte in Verbtndung gebracht wind und 
dlese Verblndung fflr einen Facnmann naheUegendtet 

•V VerolfenUIchung, die MBglted darsefben Palentf amtOe 1st 



Datum des Absent usses der tntematlonalen Recherche 



15. Jul1 2004 



Absendadatum des tntematlonalen Recherche nbertchts 



22/07/2004 



Name und Postanschrtft der tntemattonalen Recherchenbehorde 
EuropaJaches Patentamt, P.B. 5818 PatenUaan 2 
NL-2280HVRi]ewlJk 
TeL (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (431-70) 340-3016 



Bevottmachttgler Beolensteter 



K6n1gste1n, C 



Famblatt PCT7ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


bl^Bptionates AKtenarichan 

PCT/DE 03/03776 


C^Fortseta 


ing) ALS WfcStNTUCH ANGESEHENE UMTERLAGEN 


Katesoria* 


Bezeiehnung der VereitentOcrumg, sowed erfordertlch unter Angabe der In BetracM kommenden Tefle 


Betr. Anspructt Nr. 


X 

Y 

Y 

A 

A 

P,X 


DAI L ET AL: "I2-D0PING OF 
1,4-POLYDIENES" 

SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, 
LAUSANNE, CH, 
Bd. 69, Nr. 1-3, 

24. Jul1 1994 (1994-07-24), Selten 
563-566, XP001051921 
ISSN: 0379-6779 
das ganze Dokument 

DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES 
BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" 
SYNTHETIC NETALS, ELSEVIER SEQUOIA, 
LAUSANNE, CH, 

Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Selten 1893-1894, 
XP001051655 
ISSN: 0379-6779 
das ganze Dokument 

XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 
3/-doped poly(3-alky1th1ophenes) 1n solid 
state" 

SYNTH. MET. , 

Bd. 122, Nr. 2, 1. Jun1 2001 (2001-06-01), 
Selten 449-454, XP001 197314 
ELSEVIER, SWITZERLAND 
ISSN: 0379-6779 
das ganze Dokument 

KAUASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE 
INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR 
ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" 
ADVANCED MATERIALS, VCH 
VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, 
Bd. 13, Nr. 21, 

2. November 2001 (2001-11-02), Selten 
1601-1605, XP001129628 
ISSN: 0935-9648 
das ganze Dokument 

WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO ; CANON KK 
(JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 
14. August 2003 (2003-08-14) 
AnsprOche 1-5; Abblldung 6 


1-4 

8 

8 

1-8 



Poimttatt PCT/ISA/210 (Fcrtsstzung von Blatt 2) (Januar 2004) 



Angaben zu VerWTenSk die zur sefcen Patentfantfe gehflren 



lAttenzeichen 

PCt/DE 03/03776 



lm Recherchenberlcht 
angefQhrtes Patenidokument 



Datum der 
VerOffentHchung 



MJtgJed(er) der 
PatentfamMe 



Datum der 
VerOffentOchung 



US 5691089 



25-11-1997 



US 
US 
US 



5567550 A 
5677041 A 
5942374 A 



W0 03067680 



14-08-2003 



JP 2003234473 A 
WO 03067680 Al 



22-10-1996 
14-10-1997 
24-08-1999 



22-08-2003 
14-08-2003 



FaimbMt PCTrtSA/210 (Anhang PalonHamllle) frtanusr 2C04) 



